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Рассматриваются особенности взаимодействия заряженных частиц (электронов, ионов) с поверхностью сегнетоэлектрика при

условии температурной активации его доменной структуры, которая происходит при критической температуре Td, что ниже

температуры Кюри на 10-30 К /1/. Исходя из анализа температурной зависимости диэлектрической проницаемости

сегнетоэлектриков со структурой перовскита (BaTiO3, Pb(Zr,Ti)O3) определены энергии активации данного процесса: U = 1-5 эВ.

При облучении сегнетоэлектрика процесс зарядки его поверхности зависит как от вида облучения (электронного или ионного) так и

от времени, дозы и энергии облучения /2,3/. Наличие доменной структуры приводит к появлению поверхностных электрических

зарядов, влияющих на процесс взаимодействия поверхности сегнетоэлектрика с заряженными частицами. Температурная

зависимость энергии активации доменной структуры сегнетоэлектрика Pb(Zr,Ti)O3 /4/ определила условие для особенного

взаимодействия заряженных частиц с поверхностью. В интервале между температурой активации доменной структуры Td и

температурой Кюри TC ожидается увеличение глубины взаимодействия с заряженными частицами. Вблизи температуры фазового

перехода существует также значительная чувствительность сегнетоэлектриков к нейтронному облучению /5/, которое является

электрически нейтральным, но может индуцировать электрически заряженные частицы в поверхностном слое сегнетоэлектрика.

Особенности активации доменной структуры сегнетоэлектриков (1-5 эВ) можно изучать используя отражательную способность

электронов очень низкой энергии (< 10 эВ) от твердых проводящих поверхностей /6/ с учетом того, что в окрестности

сегнетоэлектрического фазового перехода (вблизи точки Кюри) происходит рост электрической проводимости сегнетоэлектрика.

Частицы высоких энергий Образование радиационных дефектов 
Стабилизация доменной структуры

Снижение диэлектрических свойствЭлектроны очень низкой энергий (E < 10 эВ)

180o-я доменная структура:

Р − вектор поляризации,

Едеп − деполяризующее поле,

d − ширина доменной стенки.

Наблюдение градиента поверхностной энергии (∇U < 10 эВ)
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Условие равновесной доменной структуры: 

минимизация упругой энергии доменных стенок Wупр

и энергии деполяризующего поля Wэл

Отражательная способность электронов

очень низкой энергии (< 10 эВ) от

проводящих поверхностей (металлов) /5/.

Температурная зависимость изменения

энергии кристаллической решетки

сегнетоэлектрика Pb(Zr,Ti)O3.

Условие взаимодействия сегнетоэлектрика с 

заряженными частицами:

значительная электропроводимость. 

Возможно

- в окрестности фазового перехода (≈ ТС)

- в параэлектрическом состоянии (>> ТС) 

Температурная зависимость 

действительной и мнимой частей 

комплексной диэлектрической 

проницаемости сегнетоэлектрика BaTiO3

(измерена на частоте f = 1 кГц 

и напряжении U = 1 В).


	Слайд 1

